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DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descriptor segiin BOE

Criterios de eleccion y utilizacidon de dispositivos electrénicos.

2. Situacion

2.1. Prerrequisitos

No existe ningun tipo de requisito en los actuales Planes de Estudio para su
imparticién y docencia.

2.2. Contexto dentro de la titulacion

Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, la materia guarda
una estrecha relacion con la titulacién. A través de la asignatura Tecnologia
Electrénica I los alumnos tienen la primera toma de contacto con la electrdnica;
por lo tanto, esta asignatura desarrolla los conocimientos basicos necesarios de
electronica para la formacién de un Ingeniero Técnico Industrial en la
especialidad de Electrénica, tanto para el estudio de asignaturas posteriores
como para su posterior ejercicio profesional. El estudio de los diversos
componentes, analisis y disefio de circuitos y el montaje practico en el
laboratorio, hace que la asignatura sea un pilar indispensable para conseguir
futuros graduados con una base tedrica y practica completa. Los conocimientos
adquiridos son de utilidad en el estudio de materias como electrénica analdgica,
ampliacién de electrénica analdgica, instrumentacién electronica y electrénica de
potencia, entre otras.

2.3. Recomendaciones

Resulta indispensable para el normal desarrollo docente de la asignatura, que el
alumno domine los conocimientos basicos de las asignaturas de Fisica y
Matematicas de Bachillerato.




3. Competencias que se desarrollan

3.1. Genéricas o transversales

Instrumentales:

Resolucién de problemas.

Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica.
Conocimientos basicos de la profesion.

Capacidad de analisis y sintesis.

Personales:

Trabajo en equipo.
Habilidades de las relaciones interpersonales.

Sistémicas

Razonamiento critico.
Aprendizaje autbnomo.
Motivacion por la calidad.

3.2. Especificas

Cognitivas(saber):

Conocimiento de la tecnologia, componentes y materiales.
Métodos de disefio.

Procedimentales/Instrumentales(saber hacer):

Resolucién de problemas.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica.
Redaccién e interpretacién de documentacién técnica.

Actitudinales(ser):

e Trabajo en equipo.
e Autoaprendizaje.
e Toma de decisiones.

4. Objetivos

Al finalizar el cuatrimestre el alumno debera conocer:

e Propiedades eléctricas de los materiales semiconductores.

Principios de funcionamiento, caracteristicas y aplicaciones de los principales dispositivos y
componentes electronicos: diodo de unién PN, transistores bipolares y unipolares.

Métodos de andlisis y disefo de circuitos electrénicos analdgicos basicos.

Montaje experimental de circuitos electronicos. Aspectos practicos.

Introduccion a las técnicas experimentales de medida.

Manejo de los instrumentos de medida que se encuentran en el Laboratorio de Electrénica.

Dichos conocimientos capacitan al alumno para realizar tanto el disefio como el andlisis de
aplicaciones simples de electronica analégica, lo cual le permitira abordar el estudio y comprension
de sistemas electronicos complejos en asignaturas de cursos superiores.

Asimismo, los conocimientos adquiridos en el campo de la instrumentacion y técnicas de medida
dotan al alumno de la capacidad de desarrollar la implementacién fisica y comprobacion experimental
del funcionamiento de circuitos electrénicos analdgicos.




5. Metodologia

5.1. Trabajo con presencia del profesor

NO de horas

Clases teodricas

19

Clases practicas 15

Exposiciones y seminarios

Colectivas 2

Tutorias especializadas —
P Individuales

Realizacion de actividades académicas dirigidas:

NO total de horas 36

5.2. Trabajo auténomo del alumno NO° de horas
Estudio de las clases teoricas 31,5

Estudio de la clases practicas 15
Preparacion de las actividades académicas dirigidas 9

5.3. Realizacion de examenes NO° de horas

Realizacion de examenes escritos

Realizacion de examenes orales

NO total de horas 19,89

Trabajo total del estudiante 117,39

6. Técnicas docentes

e Sesiones académicas tedricas.

e Sesiones académicas practicas:
— Simulacioén de circuitos por ordenador.
— Montajes en laboratorio.

e Tutorias.

6.1. Desarrollo y justificacion

En una primera etapa del cuatrimestre se impartirdn todas las horas presenciales a un ritmo de 2
horas semanales durante las diez primeras semanas de curso. En dichas clases se dara a los
alumnos los conocimientos basicos que les permitan abordar el estudio de la asignatura de forma
autonoma a través de la bibliografia recomendada y de los trabajos tutelados que desarrollaran a los
largo del cuatrimestre, intercalando convenientemente clases tedricas y de problemas.

Paralelamente, a partir de la cuarta semana daran comienzo las practicas. Empezaran impartiéndose
con una cadencia de 2 horas semanales en semanas alternas con objeto de que el temario de teoria
vaya avanzando mientras el alumno se familiariza con el laboratorio y asimila los contenidos de la
asignatura. Al final del cuatrimestre, cuando ha acabado el temario de teoria, las practicas seran
semanales.

Los trabajos tutelados consistirdn en la resolucién de problemas relacionados con los diferentes
temas presentados en teoria, asi como la simulacién de los diferentes montajes experimentales que
el alumno ha realizado en el laboratorio. Dichos trabajos se irdn asignando progresivamente
realizando un seguimiento de la evolucion de los mismos y del grado de conocimiento alcanzado por
los alumnos en las horas de tutoria.

Las semanas restantes del cuatrimestre quedan dedicadas al estudio en profundidad de la materia
objeto de la asignatura, finalizacion de los trabajos tutelados y de las practicas de la asignatura.




7. Bloques tematicos

BLOQUE 1: Introduccidn a la teoria de semiconductores

Propiedades generales de los semiconductores. Tipos de semiconductores. Distribucién y
concentracion de portadores. Conceptos basicos.

BLOQUE 2: El diodo pn de uniéon

Estudio de la unién pn. Modelos y aplicaciones. Otros tipos de diodos.

BLOQUE 3: El transistor de unién bipolar (BJT)

Estructura del transistor bipolar. Parametros caracteristicos. Modelos y aplicaciones.

BLOQUE 4: Transistores de efecto campo (JFET y MOSFET)

Estructura y principios de funcionamiento. Modelos y aplicaciones.

8. Bibliografia

8.1. General

e M. Albella, J. M. Martinez-Duart. FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA FiSICA Y
MICROELECTRONICA. Addison-Wesley/Universidad Autbnoma de Madrid, 1996.

e R.L.Boylestad, L. Nashelsky. ELECTRONICA: TEORIA DE CIRCUITOS, 82 EDICION. Prentice
Hall, 1997.

8.2. Especifica

Robert F. Pierret. FUNDAMENTOS DE SEMICONDUCTORES. Addison-Wesley Iberoamericana,
1994.

e G.W. Neudeck. EL DIODO PN DE UNION. Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.

e G.W. Neudeck. EL TRANSISTOR BIPOLAR DE UNION. Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
e Robert F. Pierret. DISPOSITIVOS DE EFECTO CAMPO. Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
e N.R. Malik. CIRCUITOS ELECTRONICOS. Pearson Prentice Hall, 1996.

e J. Millman, A. Grabel. MICROELECTRONICA. Hispano Europea, 1993

e B. Razavi, DESIGN OF ANALOG CMOS INTEGRATED CIRCUITS. McGraw Hill, 2000.

9. Técnicas de evaluacion

En funcién del planteamiento de los créditos ECTS se estima conveniente dividir la evaluacién del
alumno de la siguiente forma:

- Exadmenes tedricos y elaboracion de memorias de practicas de laboratorio.
- Valoracion de trabajos y exposiciones realizadas.

9.1. Criterios de evaluacion y clasificacion

El alumno sera evaluado de la siguiente forma:

Sobre los contenidos del programa se realizara un examen al final del cuatrimestre, donde se
evaluaran tanto conocimientos teéricos como de resolucion de problemas. La ponderacién sobre la




nota final sera de un 60%.

La evaluacién de la parte correspondiente a las practicas se efectuara mediante la resoluciéon de un
ejercicio incluido en el examen anterior y de la entrega de una memoria donde se recojan todos los
experimentos montados en el laboratorio. El ejercicio supondra un 20% y la memoria de practicas un
10% de la nota final.

Por ultimo, los trabajos realizados a lo largo del cuatrimestre seran evaluados y ponderaran un 10%
de la nota final.




10. Organizacion docente semanal
(Solo indicar el nUmero de horas que a ese tipo de sesidon va a dedicar el estudiante cada semana)

N° de
horas Sesi Sesiones . .. Tutorias Otras actividades Temas de
es’lc.mes Practicas Se§|qnes Expos[cwqes y Especializadas Examenes teoria a
Teoricas Practicas Seminarios p .
(problemas) Colectivas . tratar
Horas Actividad
1°" Cuatr.
12 Semana 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1
22 Semana 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1y2
32 Semana 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
42 Semana 1 1 2 0.0 0.0 0.0 0.0 2
5% Semana 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
62 Semana 2 0.0 2 0.0 0.0 2 Trabajo tutelado 0.0 3
7% Semana 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
82 Semana 0.0 2 2 0.0 0.0 2 Trabajo tutelado 0.0 3
92 Semana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
102 Semana 1 0.0 2 0.0 0.0 2 Trabajo tutelado 0.0 4
112 Semana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Semana 0.0 0.0 2 0.0 0.0 2 Trabajo tutelado 0.0
132 Semana 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Semana 0.0 0.0 2 0.0 0.0 1 Trabajo tutelado 0.0
15 Semana 0.0 0.0 1 0.0 2 0.0 0.0
0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 9.0 19,89

Distribuya el numero de horas que ha respondido en el punto 5 en 15 semanas para una asignatura cuatrimestral y 30 para una anual




11. Temario desarrollado

Temario de teoria

Tema 1: Introduccioén a la teoria de semiconductores

1.1 Propiedades generales de los semiconductores.
1.2 Portadores.
1.3 Modelos de semiconductores.
1.3.1  Modelo de enlace.
1.3.2 Modelo de las bandas de energia.
1.3.3 Clasificacion de los materiales.
1.4 El semiconductor intrinseco.
1.5 El semiconductor extrinseco. Concepto de dopado.
1.5.1  Semiconductores tipo n.
1.5.2 Semiconductores tipo p.
1.6 Concentraciones de portadores en equilibrio.
1.6.1 La funcion de Fermi.
1.6.2 Distribucién y concentracion de portadores.
1.6.3 Ley de acciéon de masas.
1.6.4 Ecuacion de neutralidad de carga.
1.7 Conceptos basicos: movilidad, resistividad, conductividad.
1.8 Accion de los portadores: arrastre y difusion.

Tema 2: El diodo pn de unién

2.1 La union pn. Tipos de union.

2.2 La unién pn en equilibrio térmico.

2.3 La unioén pn polarizada.

2.4 Caracteristica estatica de la union pn.

2.5 Mecanismos fisicos de ruptura en las uniones pn.
2.6 Modelos de pequefia y gran sefal.

2.7 La union metal semiconductor. Otros tipos de diodos.
2.8 Circuitos con diodos.

Tema 3: El transistor de unién bipolar (BJT)

3.1 Estructura del transistor bipolar.

3.2 Parametros caracteristicos.

3.3 EIBJT en condiciones estaticas

3.4 Regiones de funcionamiento.

3.5 Caracteristica estatica en emisor comun.
3.6 Modelos de pequefia y gran sefal.

3.7 Amplificadores con transistores BJT.

Tema 4: Transistores de efecto campo (JFET y MOSFET)

4.1 Estructura y principios de funcionamiento.
4.2 Caracteristicas estaticas y dinamicas del JFET.
4.3 Estructura MOS.
4.4 El transistor MOS.
441 Caracteristica estatica.
4.4.2 Regiones de funcionamiento.
4.4.3 Modelo de pequefia senal.

Temario de practicas

1) Introduccion a los instrumentos de medida.




Caracteristica del diodo de unién pn y del zener.

El diodo rectificador. Rectificador de media onda y de onda completa.
Caracteristicas del transistor bipolar.

Disefio y montaje de redes de polarizacion del transistor bipolar.
Aplicaciones del transistor bipolar: amplificador, el BJT en conmutacién.
Caracteristicas y polarizacion del JFET.

JegLem

Trabajos tutelados

En estos trabajos el alumno desarrollara en profundidad diversos aspectos relacionados con el
analisis y el disefio de circuitos introducidos en las clases tedricas. Estos trabajos se dividen en 2
partes:

1°) Se propone la resolucion de problemas relacionados con los diferentes temas presentados en
teoria y que serviran para que el alumno profundice en el conocimiento de los procedimientos de
analisis y disefio de circuitos electrénicos basicos.

2°) Se utilizara la aplicacion informatica Orcad a través de la cual el alumno simulara los circuitos
montados en el laboratorio con objeto de comparar los resultados experimentales y los de
simulacién, a la vez que analizara otros circuitos algo mas complejos que los vistos en teoria. Estos
trabajos también serviran complementar el estudio del tema 4.

12. Mecanismos de control y seguimiento

¢ Realizacion de un esquema temporal de la asignatura.
e Control del grado de cumplimiento de las actividades programadas por parte del profesor.
e Toma de decisiones en funcién de los resultados obtenidos.




